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При анализе слабополевого магнитосопротивления, связанного с подавлением интерференционной квантовой поправки к проводимости  квантовых ям (КЯ) HgTe, экспериментаторы всегда используют хорошо известную формулу [1], полученную для двумерного газа частиц с простым параболическим спектром. Строго говоря, это не является обоснованным, поскольку спектр бесщелевых полупроводников и двумерных структур на их основе формируется под влиянием сильного спин-орбитального взаимодействия. Теоретически подавление магнитным полем интерференционной поправки в КЯ HgTe исследовано в недавней работе [2]. Авторы исследовали явление слабой антилокализации в магнитном поле вблизи дираковской точки d=dc≈6.3 нм, где спектр электронов и дырок описывается эффективным гамильтонианом BHZ [3]. 

В данной работе представлены результаты экспериментального исследования интерференционной квантовой поправки к проводимости двумерного электронного газа в гетероструктурах с квантовой ямой HgCdTe /HgTe/HgCdTe с нормальным и инверсным расположением подзон размерного квантования с шириной квантовой ямы равной (5−6,5) нм.  На основе гетероструктур были изготовлены полевые транзисторы, что позволяло проводить измерения в широком диапазоне проводимостей (1,5−50)e2/h.  Анализ экспериментальных результатов  выполнен в рамках теоретического подхода, развитого в работе [1]. Показано, что в диффузионном режиме экспериментальные кривые магнитопроводимости хорошо описываются формулам [1] в широком диапазоне концентраций электронов. Независимо от типа энергетической структуры  температурная зависимость времени неупругой релаксации фазы, как для электронов, так и для дырок подчинятся закону 1/T, что соответствует неупругости  электрон-электронного взаимодействия, как основному механизму сбоя фазы. При этом время релаксации растет с ростом проводимости, как и в двумерных системах на основе обычных полупроводников.
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